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ｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏ．ＢＫ２０１３０３２１），ｔｈｅＲｅｓｅａｒｃｈＦｕｎｄｆｏｒｔｈｅＤｏｃｔｏｒａｌＰｒｏｇｒａｍｏｆＨｉｇｈｅｒＥｄｕｃａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏ．２０１３３２０１１２０００９），ｔｈｅ

ＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃＲｅｓｅａｒｃｈＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｆｏｒｔｈｅＲｅｔｕｒｎｅｄＯｖｅｒｓｅａｓＣｈｉｎｅｓｅＳｃｈｏｌａｒｓ，ＭｉｎｉｓｔｒｙｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ，ｔｈｅｏｐｅｎｐｒｏｊｅｃｔｏｆＫｅｙ

ＬａｂｏｒａｔｏｒｙｏｆＩｎｆｒａｒｅｄＩｍａｇｉｎｇＭａｔｅｒｉａｌｓａｎｄＤｅｔｅｃｔｏｒｓ，ＣｈｉｎｅｓｅＡｃａｄｅｍｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅｓ（Ｎｏ．ＩＩＭＤＫＦＪＪ１３０１），ｔｈｅＲｅｓｅａｒｃｈＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ

ＰｒｏｇｒａｍｆｏｒＣｏｌｌｅｇｅＧｒａｄｕａｔｅｓｏｆＪｉａｎｇｓｕＰｒｏｖｉｎｃｅ（Ｎｏｓ．ＳＪＬＸ１５０６００，ＳＪＬＸ１５０６０１）

５４００４０１０




